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Возможности преобразования тепловой энергии в электрическую могут быть значительно расширены созданием структур с выраженным тепловольтаическим эффектом [1]. Целью данной работы является экспериментальное исследование проявления тепловольтаического эффекта на плёночных p-n-структурах, полученных осаждением кремний-германиевых слоев, легированных Ti, из газовой смеси SiCl4-GeCl4 путём химической реакции восстановления в атмосфере H2 на кремниевых подложках типа КДБ (с p-проводимость) с различной концентрацией бора и разной величиной проводимости. 
Плёночные структуры Si-Ge были получены по методике [2] в условиях, исключающих попадание в растущую пленку неконтролируемых примесей, дающих глубокие энергетические уровни. Такие условия позволяют наиболее точным образом оценить влияние специально вводимой в процессе газофазного осаждения глубокой примеси ( титана на проявление тепловольтаического эффекта. На полученных плёночных структурах проведены типичные электрофизиеские измерения: типа проводимости, удельного сопротивления, вольтамперных характеристик (ВАХ), спектральных, термоэлектрических и тепловольтаических характеристик. Результаты всех серий измерений показали, что газофазное осаждение приводит к образованию структур с выраженными p-n-переходами. Исследования тепловольтаического эффекта в осаждённых плёнках были проведены в условиях равномерного нагрева и последующего плавного охлаждения исследуемых образцов в температурном диапазоне от 300 К до 900 К при отсутствии градиента температуры. Можно утверждать,  что на полученных структурах воспроизводимо проявляются следующие свойства: 
1. В условиях равномерного нагрева, то есть в отсутствие градиента температуры у плёночных структур возникает темновое напряжение холостого хода, величина которого при температуре 700(800 К достигает ~10(40 мВ.

2. При температурах нагрева Т>500 К наблюдается эффективная генерация носителей заряда, которая с увеличением температуры до 900 К сопровождается непрерывным монотонным ростом темнового тока.  

Важность данного результата обусловлена возможностью создания различных типов энергопреобразователей с использованием технологий газофазного осаждения, которые можно использовать в качестве датчиков или элементов для эффективного преобразования тепловой энергии в электрическую, в первую очередь, нефотоактивной составляющей солнечного излучения. Особый интерес представляет возможность применения данной технологии для создания преобразователей тепловой и нефотоактивной солнечной энергий на основе недорогих сортов промышленного кремния, брака и отходов производства изделий микроэлектроники. 
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